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LSIの消費電力を削減するために論理部の電源の低電圧化がすすんでいるが、一方で電圧を著しく下げることので
きない回路や I/Oが存在するために、低い信号電圧を高い電圧に変換するためのレベルコンバータを必要とする。す
でに様々なタイプのレベルコンバータが研究されているが[1]、低電圧を高電圧に高速に変換することは難しい。さ
らに、次世代の0.5V程度の極小電圧を高い電圧に変換するコンバータについてはまだ充分な評価が成されていない。
そこで極小電圧の高速レベルコンバータを提案する。その回路図を図1に示す。極小電圧を扱うために低いしきい値
のMOSを用いている。通常のクロスカップル型のレベルコンバータにnMOSを二つ付加した。INから入力された
低電圧 VDDL が高電圧 VDDH に変換され OUT より出力される。付加した nMOS はその両端のノード電圧が
VDDL-VTH(VTH: しきい値電圧)以下の時はONして入力と出力が短絡され出力の遅延が小さくなる。一方で、nMOS
の両端のノード電圧が VDDL-VTH以上の時は OFFするので入出力間が短絡される心配はない。従来のレベルコンバ
ータとnMOSを付加したコンバータについて、入力にNANDを出力にインバータを付加し、HSPICEシミュレー
ションで遅延の比較をした結果を図 2に示す。VDDL=0.5VをそれぞれVDDH=1.0VおよびVDDH=1.5Vに変換する場
合について検討したが、どちらの場合も従来のコンバータより遅延が改善されている。また、図1において通常使用
されるOUT端子を出力とするよりもOUT2端子を出力とする方が遅延はより少ないことも明らかになった。 

[1] Hui Zhang, Jan Rabaey, “Low-Swing Interconnect Interface Circuits”, International Symposium on Low Power Electronics and 

Design, pp.161-166, 1998 

 

図１ 提案するレベルコンバータ 

図 2 遅延特性の比較 
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